TlInSz KRISTALININ LOKALLASMIS HALLAR UZRO KECIRICILIYI
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TIInS; birlosmosinin 100-300K temperatur intervalinda elektrikkegiri-
ciliyinin temperaturdan asilili1 tadqiq olunmusdur. TlInS; birlosmoesinds 175-
240K temperatur intervallarinda yiikdasinmasi sigcrayish keciricilik vasitasilo
hoyata kegirilir.

TIInS; birlosmasi A3B3C¢; tip yarimkegiricilar sinifine daxildir. A3B3Cé; tip
birlosmslor son derace anizotrop kristal qurulusuna vo kristal gofasin xarici
tasirlora garsi yiiksok hosasliga malik olduguna gors tadqiqatgilarin digqgatini

83


mailto:chichak.jumayeva@gmail.com

“Fizika va astronomiyanin problemlari” Magistrantlarin va ganc tadgiqatgilarin
XXIII Respublika elmi konfransi

daim calb edir. Bu birlosmolorin asasinda fotoelektrik ¢eviricilar, rentgen vo
neytron siialanma detektorlar1 hazirlanmisdir [1, 2, 3, 4].

Toqdim olunmus isds TlInS; kristalinin 100-300K temperatur interva-
linda kegciriciliyinin xtsusiyystinin oyranilmis vo Mott yaxinlasmasi ¢orgive-
sinda [5] kegiricilik mexanizminin tohlili aparilmisdir.

Elektrikkeciricilik 6l¢tilori dord zond tisul ile azot kriostatinda, kristalin
= 0,1 K/doq siiratlo kvazistasionar kosilmoz qizdirilmasi (soyudulmasi)
rejimindo aparilmisdir. Elektrikkeciricilik 6lgiilori rogomsal immitans E7-25
0l¢li cihazinda aparilmisdir.

TlInS; kristalinin 100-300K temperatur intervalinda o(T) asililiglar:
qurulmus vo tohlil edilmisdir. Todqiq olunan TIInS; kristalinda o(T) asilili-
ginda iki hissonin moévcud oldugu vo bu asililigin 175+240 K intervalinda
kegiriciliyin eksponensial xarakter dasidig1 miisahide edilmisdir. Bu da onu
demeys imkan verir ki, geyd olunan temperatur oblastinda istiliklo hayacan-
lasdirilmis yiikdasiyicilarin icazali zonada kegiriciliyi tstiinliik toskil edir.
A3B3C6; tip kristallar sinifino daxil olan birlosmalorin todqigi zamani lgo—nin
(T-1/4)-don asililiginin xottiliyo tabe olmasi sigrayish keciricilik ligiin xarak-
terikdir [5]. Todqiq etdiyimiz TlInS; birlosmasinds lgo—nin (T-1/4)-don asililigin
xotti ganunuauygunluga tabe olur. Qeyd olunanlara asason deys bilorik ki,
gostarilon temperatur oblastinda TlInS; kristalinda yiikiin dasinmasi si¢crayish
keciriciliyi vasitasilo hoyata kegirilir.
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